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BP 103

NPN-Silizium-Fototransistor
Silicon NPN Phototransistor

Maβe in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.
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BP 103

1) Lieferung in dieser Gruppe kann wegen Ausbeuteschwankungen nicht immer sichergestellt werden.
Wir behalten uns in diesem Fall die Lieferung einer Ersatzgruppe vor.

1) Supplies out of this group cannot always be guaranteed due to unforseeable spread of yield.
In this case we will reserve us the right of delivering a substitute group.

Typ
Type

Bestellnummer
Ordering Code

BP 103 Q62702-P75

BP 103-2 Q62702-P79-S1

BP 103-3 Q62702-P79-S2

BP 103-4 Q62702-P79-S4

BP 103-51) Q 62702-P781

Wesentliche Merkmale

● Speziell geeignet für Anwendungen im
Bereich von 420 nm bis 1130 nm

● Hohe Linearität
● TO-18, Bodenplatte, klares Epoxy-

Gieβharz, mit Basisanschluβ

Anwendungen

● Computer-Blitzlichtgeräte
● Lichtschranken für Gleich- und

Wechsellichtbetrieb
● Industrieelektronik
● “Messen/Steuern/Regeln”

Features

● Especially suitable for applications from
420 nm to 1130 nm

● High linearity
● TO-18, base plate, transparent epoxy resin

lens, with base connection

Applications

● Computer-controlled flashes
● Photointerrupters
● Industrial electronics
● For control and drive circuits

10.95



BP 103

Semiconductor Group 212

Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung
Description

Symbol
Symbol

Wert
Value

Einheit
Unit

Betriebs- und Lagertemperatur
Operating and storage temperature range

Top; Tstg – 40 ... + 80 °C

Löttemperatur bei Tauchlötung
Lötstelle ≥ 2 mm vom Gehäuse,
Lötzeit t ≤ 5 s
Dip soldering temperature, ≥ 2 mm distance
from case bottom t ≤ 5 s

TS 260 °C

Löttemperatur bei Kolbenlötung
Lötstelle ≥ 2 mm vom Gehäuse,
Lötzeit t ≤ 3 s
Iron soldering temperature, ≥ 2 mm distance
from case bottom t ≤ 3 s

TS 300 °C

Kollektor-Emitterspannung
Collector-emitter voltage

VCE 50 V

Kollektorstrom
Collector current

IC 100 mA

Kollektorspitzenstrom, τ < 10 µs
Collector surge current

ICS 200 mA

Emitter-Basisspannung
Emitter -base voltage

VEB 7 V

Verlustleistung, TA = 25 °C
Total power dissipation

Ptot 150 mW

Wärmewiderstand
Thermal resistance

RthJA 500 K/W
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Kennwerte (TA = 25 °C, λ = 950 nm)
Characteristics

Bezeichnung
Description

Symbol
Symbol

Wert
Value

Einheit
Unit

Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit
Wavelength of max. sensitivity

λS max 850 nm

Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
S = 10 % von Smax

Spectral range of sensitivity
S = 10 % of Smax

λ 420 ... 1130 nm

Bestrahlungsempfindliche Fläche
Radiant sensitive area

A 0.12 mm2

Abmessungen der Chipfläche
Dimensions of chip area

L× B
L × W

0.5 × 0.5 mm × mm

Abstand Chipoberfläche zu Gehäuseober-
fläche
Distance chip front to case surface

H 0.2 ... 0.8 mm

Halbwinkel
Half angle

ϕ ± 55 Grad
deg.

Fotostrom der Kollektor-Basis-Fotodiode
Photocurrent of collector-base photodiode
Ee = 0.5 mW/cm2, VCB = 5 V
Ev = 1000 Ix, Normlicht/standard light a
VCB = 5 V

IPCB

IPCB

0.9
2.7

µA
µA

Kapazität
Capacitance
VCE = 0 V, f = 1 MHz, E = 0
VCB = 0 V, f = 1 MHz, E = 0
VEB = 0 V, f = 1 MHz, E = 0

CCE

CCB

CEB

8
11
19

pF
pF
pF

Dunkelstrom
Dark current
VCE = 35 V, E = 0

ICEO 5 (≤ 100) nA
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Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit arabischen
Ziffern gekennzeichnet.
The phototransistors are grouped according to their spectral sensitivity and distinguished
by arabian figures.

1) IPCEmin ist der minimale Fotostrom der jeweiligen Gruppe
1) IPCEmin is the min. photocurrent of the specified group

Bezeichnung
Description

Symbol
Symbol

Wert
Value

Einheit
Unit

-2 -3 -4 -5

Fotostrom, λ = 950 nm
Photocurrent
Ee = 0.5 mW/cm2, VCE = 5 V
Ev = 1000 Ix.
Normlicht/standard light A
VCE = 5 V

IPCE

IPCE

80 ... 160

0.38

125 ... 250

0.6

200 ... 400

0.95

≥ 320

1.4

µA

mA

Anstiegszeit/Abfallzeit
Rise and fall time
IC = 1 mA, VCC = 5 V, RL = 1 kΩ

tr, tf 5 7 9 12 µs

Kollektor-Emitter-
Sättigungsspannung
Collector-emitter saturation
voltage
IC = IPCEmin

1) × 0.3
Ee = 0.5 mW/cm2

VCEsat 150 150 150 150 mV

Stromverstärkung
Current gain
Ee = 0.5 mW/cm2, VCE = 5 V

IPCE

IPCB

140 210 340 530
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Relative spectral sensitivity
Srel = f  (λ)

Output characteristics
IC = f  (VCE), IB = Parameter

Photocurrent
IPCE/IPCE25

o = f  (TA), VCE = 5 V

Photocurrent
IPCE = f  (Ee), VCE = 5 V

Output characteristics
IC = f  (VCE), IB = Parameter

Dark current
ICEO/ICEO25

o = f  (TA), VCE = 25 V, E = 0

Total power dissipation
Ptot = f  (TA)

Dark current
ICEO = f  (VCE), E = 0

Collector-emitter capacitance
CCE = f  (VCE), f = 1 MHz, E = 0



BP 103

Semiconductor Group 216

Collector-emitter capacitance
CCB = f  (VCB), f = 1 MHz, E = 0

Emitter-base capacitance
CEB = f  (VEB), f = 1 MHz, E = 0

Directional characteristics Srel = f  (ϕ)



 SUNSTAR实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销 、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企

业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有 10 多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的

仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一,是一家专业代理和分銷世界各大品牌IC芯片和

電子元器件的连锁经营綜合性国际公司。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设

有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代

理分销网络。 我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机

/DOC/DOM电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA软件硬件、二极管、三极管、模块等，

是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。专业以现代信息产业（计算

机、通讯及传感器）三大支柱之一的传感器为主营业务，专业经营各类传感器的代理、销售生产、网络信

息、科技图书资料及配套产品设计、工程开发。我们的专业网站——中国传感器科技信息网（全球传感器

数据库） www.SENSOR-IC.COM 服务于全球高科技生产商及贸易商，为企业科技产品开发提供技术交流

平台。欢迎各厂商互通有无、交换信息、交换链接、发布寻求代理信息。欢迎国外高科技传感器、变送器、

执行器、自动控制产品厂商介绍产品到 中国，共同开拓市场。本网站是关于各种传感器-变送器-仪器仪表

及工业自动化大型专业网站,深入到工业控制、系统工程计 测计量、自动化、安防报警、消费电子等众多

领域，把最新的传感器-变送器-仪器仪表买卖信息,最新技术供求,最新采购商,行业动态，发展方向，最新

的技术应用和市场资讯及时的传递给广大科技开发、科学研究、产品设计人员。本网站已成功为石油、化

工、电力、医药、生物、航空、航天、国防、能源、冶金、电子、工业、农业、交通、汽车、矿山、煤炭、

纺织、信息、通信、IT、安防、环保、印刷、科研、气象、仪器仪表等领域从事科学研究、产品设计、开

发、生产制造的科技人员、管理人员 、和采购人员提供满意服务。 我公司专业开发生产、代理、经销、

销售各种传感器、变送器、敏感元器件、开关、执行器、仪器仪表、自动化控制系统： 专门从事设计、生

产、销售各种传感器、变送器、各种测控仪表、热工仪表、现场控制器、计算机控制系统、数据采集系统、

各类环境监控系统、专用控制系统应用软件以及嵌入式系统开发及应用等工作。如热敏电阻、压敏电阻、

温度传感器、温度变送器、湿度传感器、 湿度变送器、气体传感器、 气体变送器、压力传感器、 压力变

送、称重传感器、物（液）位传感器、物（液）位变送器、流量传感器、 流量变送器、电流（压）传感器、

溶氧传感器、霍尔传感器 、图像传感器、超声波传感器、位移传感器、速度传感器、加速度传感器、扭距

传感器、红外传感器、紫外传感器、 火焰传感器、激光传感器、振动传感器、轴角传感器、光电传感器、

接近传感器、干簧管传感器、继电器传感器、微型电泵、磁敏（阻）传感器 、压力开关、接近开关、光电

开关、色标传感器、光纤传感器、齿轮测速传感器、 时间继电器、计数器、计米器、温控仪、固态继电器、

调压模块、电磁铁、电压表、电流表等特殊传感器 。 同时承接传感器应用电路、产品设计和自动化工程

项目。 

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 ；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。 

更多产品请看本公司产品专用销售网站: 

中国传感器科技信息网：http://www.sensor-ic.com/工控安防网：http://www.pc-ps.net/ 

电子元器件网：http://www.sunstare.com/微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/ 

消费电子产品网://www.icasic.com/军工产品网:http://www.junpinic.com/ 

实业科技产品网://www.sunstars.cn/传感器销售热线：  

    电话：0755-83607652 83376489 83376549 83370250   83370251    

    传真：0755-83376182  （0）13902971329  MSN: SUNS8888@hotmail.com 

    邮编：518033   E-mail:szss20@163.com     QQ: 195847376  

    技术支持: 0755-83394033 13501568376 
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